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54 Split sluice for bringing in or bringing out substrates from one processing 
chamber into an adjacent processing chamber 

57 In the case of a split sluice for bringing in or bringing out substrates from one 
processing chamber into an adjacent processing chamber (3, 4), in particular for 
a pass-through vacuum-coating installation, with a split passage opening (14) for 
the substrates (15, 15'...) provided in the wall (5) separating the spaces from one 
another, the separating wall (5), in the region of the wall parts (16, 17) delimiting 
the split passage opening (14) is provided with at least two diametrically opposed 
and parallel grooves, openings or channels (18, 19) extending in a plane parallel 
to the plane of the separating wall (5), which communicate with connectors (20, 
21) via which a blocking gas flows in, which from there fills the entire space 
delimited by the opening (14), and from there further flows out into the adjacent 
chambers (3. 4) connected to vacuum pumps (22, 23). 
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Description 

The invention concerns a split sluice for bringing in or bringing out substrates from 
one processing chamber into an adjacent processing chamber or from atmospheric 
space into a chamber filled with process gas and vice-versa, in particular for a pass- 
through vacuum-coating installation, with a split passage opening for the substrates 
provided in the wall separating the spaces from one another. 

Known is a process for coating belts in a vacuum chamber using an endless 
conveyor belt (DOS 27 47 061) that accompanies the belt to be coated on the way from 
a take-off roller to a take-up roller, at least over the path through a sluicing arrangement 
of the vacuum chamber, whereby the belt to be coated is held slippage-free adjacent to 
both the take-up and take-off ends of the conveyor belt, whereby the belt to be coated is 
raised up from the conveyor belt over a limited path length and is coated on the side 
facing the conveyor belt. In this case, the sluicing arrangement consists of a plurality of 
slit diaphragms parallel to one another, whereby each individual chamber separated by 
the slit diaphragms is connected, in each case, with the suction connecting piece of a 
vacuum pump, and whereby the layout of the individual pump groups is such that the 
pressures from the inlet of the substrate into the first sluicing chamber decrease going 
toward the process chambers. 

Further known (EP 0 106 521) is a process for depositing semiconductor material 
through means of a glow discharge inside a deposition contrivance with at least a first 
and a second deposition chamber that are connected together via a gas passage in 
order to obtain flushing (cleaning) gas from a flushing gas conduit, whereby each of the 
chambers contains a cathode and an evacuation conduit, whereby in the process a 
substrate is moved through the gas passage from one of the deposition chambers to the 
other deposition chamber, process gases are let into plasma regions adjacent to the 
cathodes, the gases are excited such that they dissociate in the plasma regions into the 
type of deposits that are deposited on a surface of the substrate, whereby the process 
gas introduced into the first chamber displays doping process gas, and the process gas 
introduced into the second chamber displays intrinsic conduction process gas, whereby 
unused process gas is drawn off from the plasma regions through the evacuation 



outlets, and flushing gas is applied to the gas outlet in order to prevent contamination of 
the process gases among themselves in adjoining deposition chambers, whereby an 
adequate volume flowthrough rate of flushing gas is directed into the flushing gas 
channel lying toward the side of the second chamber of the gas outlet, such that a 
laminar stream of flushing gas. essentially flowing in a direction through the gas 
passthrough of the second deposition chamber to a first deposition chamber, will be 
achieved over the surface of the substrate on which has been deposited a layer of 
semiconductor material, and concerning essentially the diffusion of the doping process 
gas from the first chamber to the second chamber a stream of flushing gas is prevented 
from entering the second chamber, so that unused process gas and the non-deposited 
type of deposit in the second chamber are limited to the vicinity of the cathode and the 
evacuation outlet. 

Often used to produce multi-layer systems for data storage, displays, solar cells, 
etc., are flowthrough systems in which the essentially two-dimensional substrates are 
secured on pallets that pass by the various coating stations one after the other. In the 
case of the coating process, we are dealing principally with non-reactive and reactive 
atomization (spraying) and CvD (Chemical vapor deposition) processes. 

Since the individual processes generally require precisely defined process gas 
atmospheres (type of gas and partial pressure), particular importance attaches to an 
adequate vacuum-method separation of the coating stations. 

The above-described contrivances and processes are not, as a rule, suited for 
installations for producing multi-layer systems, since these types of contrivances, 
because of the great number of sluicing chambers to be disposed behind one another, 
are enormously space-costly and, moreover, also very expensive because of the 
required number of pump groups, 

Therefore the object of the present invention is to obtain a split sluice that does not 
display the disadvantages of the known sluices of this type and that on the one hand 
permits as high as possible a sluicing speed, and on the other hand allows good 
vacuum-method separation of the coating stations. 



In accordance with the invention, this is achieved in that the separating wall, in the 
region of the two long and parallel wall parts delimiting the split-passage sluice opening, 
is provided with at least two diametrically opposed and parallel grooves, openings or 
outflow channels extending in a plane parallel to the plane of the separating wall, 
whereby the grooves, openings or outflow channels communicate with connectors via 
which a blocking gas flows in, which out from there fills the entire split space, and from 
there further flows out into the adjacent chambers connected to vacuum pumps. 

Other particulars and features of the invention are described and characterized in 
more detail in the accompanying patent claims. 

The invention permits the most varied of embodiment possibilities; one of these is 
essentially represented in more detail in the accompanying drawing. 

The contrivance consists essentially of: 

the two treatment chambers 3, 4 that are separated from each other by the wall 5 and 
connected to the two vacuum pumps 22, 23, the cathodes 6, 7 and 8, 9 respectively 
with the associated targets 10, 11 and 12, 13 respectively disposed in the treatment 
chambers 3, 4, the pallets or substrate carriers 24 with the substrates 15, 15' ... secured 
thereupon that are movable through the chambers 3, 4 along a rail track 25, the 
blocking gas containers 28, 29 on the one hand, and on the other hand the gas pressure 
lines 26, 27 connected with the gas connectors 20, 21, the grooves or channels 18, 19, 
machined into the wall parts 16, 17, and the sluices 30, 31 that are to be closed at both 
ends of the chambers 3, 4. 

For vacuum-method separation of the two chambers 3, 4, blocking gas flows via 
lines 26, 27, the gas connectors 20, 21 and the grooves 18, 19 into the passage 14 
essentially delimited by the wall parts 16, 17, and out from here between the gaps in 
chambers 3, 4, formed on the one hand by the substrate carrier 24, or to be precise, the 
substrates 15, 15' and on the other hand by the wall parts, from where the blocking 
gas is finally suctioned out by the pumps 22, 23 so that it flows almost completely along 
with the process gases, which can be allowed to enter via lines 32, 33, and that are 
needed for the treatment process. 
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Due to the fact that the blocking gas, at least in the region of the passage 14, 
flushes completely around and on all sides of the pallets 24 and the substrates 15, 15' 
... secured thereupon, and also in the phases of the process in which there are no 
pallets 24 in the passage 14 that the blocking gas completely fills the space enclosed by 
the four wall parts (of which only two parts 16, 17 are represented in the drawing), it is 
guaranteed that no process gas at all will seep in and/or spray out from the one 
chamber 3 into the adjacent chamber. However the assumption here is that the blocking 
gas flows into the passage 14 at a higher pressure than the process gases flow into 
chambers 3 and 4. Finally, it is clear that the blocking gas must be an inert gas. 

Reference numbers list 



3 Treatment chamber 

4 Treatment chamber 

5 Separating wall 

6 Cathode 

7 Cathode 

8 Cathode 

9 Cathode 

10 Target 

11 Target 

12 Target 

13 Target 

14 Passage (opening) 
15, 15'... Substrate 

16 Wall part 

17 Wall part 



18 Channel, groove, opening 

19 Channel, groove, opening 

20 Gas connector 

21 Gas connector 

22 Vacuum pump 

23 Vacuum pump 

24 Substrate carrier, pallet 

25 Rail track 

26 Pressure line 

27 Pressure line 

28 Blocking gas container (tank) 

29 Blocking gas container (tank) 

30 Sluice 

31 Sluice 

32 Process gas line 

33 Process gas line 
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Patent Claims 

1. Split sluice for bringing in or bringing out substrates from one processing chamber 
into an adjacent processing chamber (3, 4), or from atmospheric air into a chamber 
filled with process gas and vice-versa, in particular for a pass-through vacuum 
coating installation, with a split passage opening (14) for the substrates (15, 15' ...) 
provided in the wall (5) separating the spaces from one another, characterized by 
the fact that the separating wall (5) in the region of the two long and parallel wall 
parts (16, 17) delimiting the split passage opening (14), is provided with at least two 
diametrically opposed and parallel grooves, openings or channels (18, 19), in a 
plane parallel to the plane of the separating wall (5), that communicate with 
connectors (20, 21) via which a blocking gas flows in, which out from there fills the 
entire space delimited by passage (14), and from there further flows out into the 
adjacent chambers (3, 4) connected to the vacuum pumps (22, 23). 

2. Split sluice according to Claim 1 , characterized by the fact that the blocking gas 
flowing into the passage (14) via the grooves, openings or channels (18, 19) is an 
inert gas, and is designed to have an inlet pressure into the passage (14) that is 
higher than the pressures that the process gases in the chambers (3, 4 ) display. 

(With 1 page of drawings) 
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Spaltschieuse fOr das Ein- oder Ausbringen von Substraten von der einen fn eine benachbarte 
Behandlungskammer 

@ Bel Qfner SpaltschfousQ fur das EIn- oder Ausbringen von 
Substraten von der efnen )n eina benachbarte Behandlunga- 
kammer (3. 4}< tnsbdsondere fOr eine Durclilauf-Vakuumbd- 
achichtungsanlage, mit efner in der dje Aaume vonainander 
trennanden Wand (5) vorgesehenen spaitfomnigen Diin;h- 
tfittsoffnung (14) fur die Substrate (16, 15', ...) ist die 
Trennwand (5) ixn Bereich der die apaitformlge Durchtritts- 
offnung (14) bagranzandan Wandpartfen (16, T7] mit minda- 
stena zwei einander diametral gegenubarliegenden und 
zuelnander parallelen, aich In etner zur Ebene der Trennwand 
(5) paraUeien Ebene erstreokenden Nuten, Ausnehmungen 
Oder KanSien (18, 19) versehen, die mit AnschlQasen (20, 21) 
korreapondieren, uber die ein Sperrgaa rn dieae einstrdmtr 
daa von dort aus den ganzen durch die Durditrittsdffnung 
(14) begrenzten Raum fOllt und von diesem aus waiter In die 
benachbarten, an Vakuumpumpen (22, 23) angasdilossenan 
fCammam (3, 4) atramt 
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Beschreibung 

Die Erfindung betnfft eine Spaltschleuse fflr das Ein- 
oder Ausbringen von Substraten von der einen in eine 
benachbarte Behandlungskammer oder vom atmosphi- 5 
rischen Raum in eine mit ProzeBgas gefUUten FCammer 
12nd umge]cehrt» insbesondere fOr eine Durchlauf-Vaku- 
umbeschichtungsaniage. rait elner in der die Riume 
voneinander trennenden Wand vorgesehenen spaltfdr- 
migen DurchtrittsdRnung ftlr die Substrate. 10 

Bekannt ist ein Verfahren zum Beschiditen von Bfin- 
dern in einer Vakuumkanuner unter VOTvendung ein^ 
endlosen Trftgerbandes (DOS 27 47 06\\ weidies das m 
beschiditende Band auf dem Wege von einer Abwickel- 
walzezu einer Aufwickelwakemindestensaufdeni We- 15 
ge dutch eine Schleusenvorrichtung der Vakuumkam- 
mer begieitet, wobei das zu besduchtende Band sowohl 
am einlaufenden als auch am auslauf enden Tnunm des 
TrUgerbandes ^liipffrei anliegend gehaiten wird, wo- 
bei das zu beschlchtende Band innerbalb der Vakuum- z> 
kammer fiber eine i}egrenzte WeglAnge vom Trager* 
band al^hoben und buS der dm Trftgerband zuge- 
kehrten Selte beschichtet wird. Die Schieusenvoirich- 
tung besteht in diesem Fall aus einer Vielzahl von paral- 
lel zueineiuierangeordnetenScMtzbienden^ wobei jede 25 
der ^nzelnen von den Schiitzblenden getr^ten fCam- 
mem jeweils mit dera Saugstuuen einer Vakuumpumpe 
verbunden ist und wobei die Auslegung der dnzelnen 
Piunpens&tze so getroffen ist, daB die Drticke in der 
Reihe vom Zulauf des Substrats in die erste Scfaleusen- 30 
kammer zur ProzeBkammer hin abnehmen. 

Bekannt ist weiterhin (EP 0 106 521) ein Verfahren 
filr die Niederschlagung von Halbleitermaterial durch 
eine Glimmentladung innerhaib einer NiedersdUags- 
vorricfatung mit mindestens einer ersten und elner zwei- 35 
ten Miederschlagskammer, die aber einen GasdurchlaB 
miteinander verbunden sin4 urn SpOlgas von einem 
SpOlgaskanal zu eriialten, wobei jede der Kanunem ei- 
ne Kathode und einen Evakuierungskanal enthalt, wo- 
bei In dem Vexf ahren ein Substrat durch den Gasdurch- 40 
laB von einer der Miederscfalagskammem zu der ande^ 
ren Niederschlagskammer bewegt wird, ProzeBgase in 
an den Kathoden aniiegende Plasmabereiche eingelas- 
sen werden, die Gase derart angeregt werdea dafl sie in 
den Plasmabereichen in die Niederschlagsart desoziie- 45 
ren, die als Schichten auf eine Oberflache des Substrats 
niedergeschlagen werden, wobei das in die erste Kam- 
mer eingef(ihrte ProzeBgas DotierungsprozeBgas und 
das in die zweite Kammer eingefahrte ProzeBgas Eigen- 
leitungsprozeBgas aufwdst, wf bei nicht verbrauchtes 50 
ProzeBgas von den Plasmabereichen durch die Evakuie^ 
rungsdurchlasse abgezogen werden und SpOlgas an den 
GasdurchlaB angelegt wird» uro eine Kontaminierung 
der ProzeBgase unterehiander in angrenzenden Nieder- 
schlagskammem zu verhindem, wobei eine ausreichen- 55 
de VolumendurchfluBrate von SpCUgas in den an der 
Seite der zwelten Kammer des Gasdurchlasses anlie- 
genden SpQlgaskanal derart gerichtet wird, daB ein im 
wesentMchen in eine Richtimg strdmender laminarer 
FluB von Spiilgas durch den GasdurdilaB von der zwei- eo 
ten Niederschlagskammer zu der ersten Niederschlags- 
kammer uber die OberflMche des Substrats erreicht 
wird» auf dem eine Schicht von Halbleitermaterial nie- 
dergeschlagen worden ist, und um im wesentlidien die 
Difhision des DoderungsprozeBgases von der ersten 65 
Kammer zu der zweiten Kammer ein FluB von SpUlgas 
in die zweite Kamma* verhindert wird, so daB das nicht 
verbrauchte ProzeBgas und die nicht niedergeschlagene 
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Niedenchlagsart in der zweiten Kammer im wesentli- 
chen auf die Nadibarschaft der Kathode und den Eva- 
kuierungsdurchlaB begrenzt werden. 

Zur Herstellung von Mehrfachschicht^emen fOr 
Datenspekher, Displays, Solarzellen usw. werden h&ufig 
Durchlaufanlagen ehigesetzt, in denen die im wesentli- 
chen zweidimensionalen Substrate auf Paletten befe- 
stigt sind, die nacheinander verscUedene Beschich- 
tungsstationen passieren. Bei den Bescliichtungsprozes- 
sen handelt es sich hauptsdchlich um nichtreaktive und 
reaktive Zerst&ubungs- und CvD-Prozesse. 

Da die einzelnen Verfahren in der Regel genau defi- 
nierte ProzeBgasatmospharen (Gasart und Partial- 
druck) erfordem, kommt einer ausreichenden vakuum- 
techidschen lYenntmg der Bescluchtungsstationen be- 
sond«-e Bedeutung zu. 

FQr Anlagen zur Brzeugung von Mehrfachsciuchtsy- 
stemen eignen sush die oben beschriebenen Vorrichtun- 
gen beziefaungsweise Verfahren in der Regel nicht, da 
derartige Vorriditungen inf olge der Vielzahl von hinter- 
einander anzuordnenden Schleusenkammern enorm 
platzaufwendig sind und darOber hinaus durch die erfor* 
derliche !Zahl von i^pensfttzen auch sehr kostspielig 
sind 

Der voriiegenden Erfindung liegt deshalb die Aufga- 
be zugrunde eine Spaltschleuse zu schaffen, die die 
Naxihteile der beloumten Schleusen dieses Typs mcht 
aufweist und die einerseits eine mdglichst hohe Durch- 
schleusgeschwindigkeit zuiaBt und die andererseits eine 
gute vakuumtechmsche Trennung der Beschichtungs- 
stationenerlaubt 

ErfindungsgemSB wird dies dadurch erreicht, daB die 
Trennwand im Bereich der beiden langen und zueinan- 
der parallelen, die spaltfdrmige Schleusen5ffnung be- 
grenzenden Wandpartien mit mindestens zwei emander 
diametral gegenaberliegenden und zueinander paralle- 
len sich in einer zur ^ene der Trennwand parallelen 
Ebene erstredcenden Nuten, Ausnehmungen oder Aus- 
strdmkanfllen versehen sind, wobei die Nuten, Ausneh* 
mungen oder Ausstrdmkanftle mit Anschlilssen korre- 
spondieren, fiber die ein Sperrgas In diese einstr5nit, das 
von dort aus den ganzen Spaltraum f uUt und von diesem 
aus weiter in die benachbarten an Vakuumpumpen an- 
geschlossenen Kammern strSmt 

Weitere Einzelheiten und Merkmale der Erfindung 
sind in den anh^genden Patentansprttchen nfiher be- 
sdhdeben und gekennzeichnet 

Die Erfindung UlBt die verschiedensten AusfOhrungs- 
mdgUchkeiten zu; eine davon ist in der anh^enden 
Zeichnung schematisch n&her dargestellt 

Die Vorrichtung besteht im wesentMcben aus den bei- 
den an Vakuumpumpen 22, 23 angeschiossenen Behand- 
lungskammern 3, 4 die durch die Wand 5 voneinander 
getrennt sind, den in den Behandlungskammem 3, 4 an- 
geordneten Kathoden 6, 7 bzw. 8, 9 mit den zugehdrigen 
Targets 10, 11 bzw. 12, 13^ den durch die Kammern 3, 4 
langs eines Schienenwegs 25 bewegbaren Paletten oder 
Substrattrfiger 24 mit den an ihnen befestigten Substra- 
ten 15, 13'. . . . , den eberseits mit den Sperrgas-Behal- 
tern 28^ 29 und andererseits mit den OasanschlQssen 20, 
21 verbundenen Druckleitungen 26, 27, den in die Wand- 
partien 16^ 17 elngearbeiteten Nuten oder KanUen 18^ 
19 und den die beiden Kammern 3, 4 nach beiden Enden 
zuabschiieBenden Schleusen 30,31. 

Zur vakuumtechnischen Trennung der beiden Kan^- 
mern 3, 4 strOmt Spen^as Qber die Leitungen 26» 27, die 
Gasanschlflsse 20^ 21 und die Nuten IB, 19 in die im 
wesentUchen von den Wandpartien 16^ 17 begrenzte 
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Durditrittsdffnimg 14 cin und von hier aus zwischen den 
vom Substrattrftger 24 bzw. den Substraten 15, 15', ... 
einerseits und den Wandpartien andererseits gebildeten 
Spalten in die Kammern 3 bzw» 4 aus denen das Sperr- 
gas anscfaliefiend von den Pumpen 22, 23 abgesaugt a 
wird, so daS diese hsx voDsOndig mit den Prozefigasen 
durchfiutet sind die flber die Leitungen 32, 33 einiaBbar 
sind und fOr den BehandlungsprozeS notwendig sind 

Dadurch, daS das Speirgas zumuidest im fiereich der 
DurchtrittsGffnung 14 die PaJetten 24 und die auf ihnen lo 
befestigten Substrate 15, 15', . . . volistandig und aflseits 
umsplUt und auch in den Phasen des Prozesses in denen 
sidi keine Paletten 24 in der Durcbtrittsdffoung 14 be- 
finden den von den vier Wandparden {von denen nur die 
beiden Partien 16, 17 zeichnerisch dargestellt sind) um- is 
schlossenen Raum voUst&ndig ausMt ist gew&hrieistet, 
daB keineriei ProzeBgas aus der einen Kammer 3 in die 
benachbarte Kammer einskkert bzw. eingespQlt wird 
Voraussetzung dabei ist allerdings, daB das Sperrgas mit 
einem hoberen Druck in die Durchtrittsdffnung 14 ein- 20 
strdmt, als die ProzeSgase in die Kanunem 3 und 4. 
SchlieBIich ist klar, daB es sich bei dem Sperrgas urn ein 
Inertgas handeln muB. 

Bezugszeicfaenliste 25 

3 Behandiungskammer 

4 Behandlungskanuner 
5Trennwand 

6 Kathode 30 
7iCathode 

8 Kathode 

9 Kathode 

10 Target 

11 Target 35 

12 Target 

13 Target 

14 Durchtrittsdffnung 
15, 15',...Substrat 

16 Wandpartie 40 
17Wandpartie 

18 Kanal, Nut, Ausnehmung 

19 Kanal, Nut, Ausnehmung 
20GasanschIuB 

21 GasanschluB 45 
22Vakuumpumpe 
23 Vakuumpumpe 
24Substrattrager, Palette 

25 Schienenweg 

26 Druckieitung so 

27 Druckieitung 
28Sperrgasbehaiter 
29 Sperrgasbeh^ter 
30Schleuse 

31Schieuse 55 

32 ProzeBgasieitung 

33 ProzeBgasieitung 



for die Substrate (15, 15', . . . ), dadiirch gekenn* 
zeichnet, daB die Trennwand (5) im Bereich der 
beiden langen und zueinander parallelen* die spalt- 
formige Durchtrittsdffnung (14) begrenzenden 
Wandpartien (16, 17) mit mindestens zwei einander 
diametral gegenuberliegenden und zueinander par- 
aJlelen, sich in einer zur Ebene der Trennwand (5) 
parallelen Ebene erstreckenden Nuten, Ausneh* 
mungen oder KanUen (18» 19) versehen ist die mit 
AnschlHssen (20, 21) korrespondieren Qber die ein 
.Sperrgas in diese einstrdmt das von dort aus den 
ganzen durcfa die DurditrittsO^ung (14) begrenz- 
ten Raum fOilt und von diesem aus weiter in die 
benachbarten, an Vakuumpumpen (22, 23) ange- 
schlossenen Kammer (3, 4) strdmt 
Z Spaltschieuse nach Anspruch 1, dadurch gekenn* 
zekhnet, daB das Qber die Nuten, Ausnehmungen 
Oder Kanale (18, 19) in die Durchtrittsdffnung (14) 
einstrOmende Sperrgas ein inertes Gas ist und mit 
einem Druck in die Durchtrittsdffnung (14) eintritt 
der hdher bemessen ist, ais die Drucke die die Pro- 
zeBgase in den Kammern (3, 4) aufweisen. 
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1. Spaltschieuse fnr das Ein- oder Ausbringen von 
Substraten von der einen in eine benadibarte Be- 
handlungskaramer (3, 4), oder vom atmospfafiri- 
schen Raum in eine mit ProzeBgas geflutete Kam- 
mer und umgekehrt, insbesondere fflr eine Durch- «5 
lauf-Vakuumbeschichtungsanlage, mit einer in der 
die Rdume voneinander trennenden Wand (5) vor- 
gesehenen spaltfdrmigen Durchtrittsdffhung (14) 
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